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Ministerio de Capital Humane
Universidad Tecnoldgica Nacicnal
Facultad Regional San Francisco

2023 - "1983/2023 - 40 afios de Democracia”

San Francisco, 20 de diciernbre de 2023

VISTO la Resolucion de Consejo Directivo N2 481/2022, la Ordenanza N° 1549 y el proceso
de acreditacion de carreras de grado solicitado por CONEAU, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolucién de Consejo Directive N¢ 481/2022 aprueba el nuevo modelo de
planificacién que incluye el programa analitico utilizado por la Facultad Regional San Francisco.

Que la Ordenanza 1548 Reglamento de Estudio para todas las carreras de grado de la UTN,
en su articulo 8.2.1 establece “El programa sobre el cual versara la instancia de evaluacién final sera
el programa analitico completo de la asignatura, aprobado por el Consejo Directivo y vigente al
momento de rendir”.

Que el sistema de CONEAU Giobal solicita como anexo en la seccién de las materias
curriculares de cada carrera, la carga del programa analitico, desprendido de la planificacion de la
asignatura.

Que el Departamento de Ingenieria Electrénica elevd los programas analiticos de las
asignaturas correspondientes al Plan 2023 para su aprobacion.

Que la Comisién de Ensefanza del Consejo Directivo de la Facultad Regional San
Francisco, analiza la propuesta y avala la solicitud.

Que el dictado de la medida se efectia en uso de las atribuciones otorgadas por el Estatuto
Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Programa Analitico de la asignatura Dispositivos Electrénicos, de
la carrera Ingenieria Electronica, Plan 2023, Ordenanza N® 1849 del Disefio Curricular, 3°
nivel, cuya carga horaria anual es de 5 hs. y con régimen de dictado anual, segin ANEXO |
gue se adjunta a la presente.

ARTICULO 2° - Registrese, comuniquese, cumplido archivese.

RESOLUCION CD N°: 742/2023
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1. DATOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASIGNATURA

Departamento: Ing. Electronica
Carreralas: Ing. Electrénica
Asignatura: Dispositivos Electrénicos
Nivel de la carrera Tercer Nive!

Duracion 160 hs catedras

Bloque curricular: Tecnologias Basicas
Régimen: Anual

Area: Electrénica
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2. PROGRAMA ANALITICO EJE/UNIDAD

Contenidos minimos Segun Ord. 1849

- Teoria basica de semiconductores.

- Juntura semiconductores y diodos.

- Transistor bipolar de juntura: en continua, sefal y conmutacion,

- Transistor de efecto de campo de juntura: JFET en continua, sefial y
conmutacién.

- Transistor y tecnologias MOS. Canal corto y largo. Scaling

- Inversor CMOS

- Memorias CMQOS

- Dispositivos multijunturas.

- Foténica y optoelectrénica.

Eje Tematico N° 1:  Fisica del estado sélido

Unidad N°1: Teoria basica de semiconductores

Estructura cristalina, Ligaduras covalentes del Carbono, Silicio y
Germanio. Electrones de conduccién y lagunas. Impurezas en el sélido cristalino.
Impurezas donoras y aceptoras. Procesos de conduccién. Movilidad y
Conductividad. Efecto Hall. Bandas de energia en un cristal. Bandas de energia
en el Carbono, Silicio y Germanio. Interpretaciéon de las bandas de energia.
Estructura de las bandas en un semiconductor extrinseco. Distribucion de los
electrones en las bandas. Probabilidad de ocupacion. Funcién distribucion de
electrones y huecos en un semiconductor. Proceso de Difusién, tiempo de vida
de los portadores y longitud de difusion.

Unidad N°2: juntura semiconductora

Juntura p-n en equilibrio, distribucién de impurezas, concentracién de
portadores, cargas, campo eléctrico, potencial y bandas de energia. Juntura p-n
fuera de equilibrio, distribucidon de impurezas, concentracién de portadores,
cargas, campo electrico, potencial y bandas de energia. Corriente de la juntura
p-n con polarizacidn directa, corriente de saturacién inversa. Ecuacién del diodo
ideal.

Eje Tematico N°2:  Fisica electrénica

Unidad N°3: diodos y diodos especiales

Principio de funcionamiento del diodo. Curva caracteristica. Circuito
equivalente. Capacidad de transicion y difusion. Comportamiento dinamico del
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diodo bipolar. Tiempo de recuperacion inverso. Variaciones de la curva
caracteristica con la temperatura. Hoja de especificaciones. Datos especificos.
Aplicaciones tipicas de los diodos bipolares. Circuitos rectificadores, circuitos
recortadores, cambiadores de nivel. Simulacion de circuitos rectificadores con
diocdos bipolares. Principio de funcionamiento del diodo zener, pin y schottky.
Caracteristicas generales. Especificaciones generales. Aplicaciones tipicas.
Trabajos practicos en laboratorio.

Unidad N°4: Transistor bipolar de juntura: en continua, sefal y

conmutacion.

Estructura del dispositivo y operacién fisica. Modos de operacion. Modelo
de Ebers — Moll. Caracteristicas corrientes — voltaje. Efecto de Early. El transistor
bipolar como amplificador y como interruptor. Analisis de los transistores
bipolares a los que se aplica solo voltaje de continua. Polarizacion en circuitos
amplificadores con BJT. Analisis de distintos tipos de polarizacion. Operacion y
modelos a pequefia sefial. Modelo hibrido . Tipos de amplificadores con
transistores bipolares. Resumen y comparativas de los distintos tipos (emisor
comun, colector comun, base comun). Disipacion de calor del transistor de
potencia. Analogia térmica. Disipadores. Ejemplos de aplicaciones tipicas del
transistor bipolar. Control de un motor paso a paso. Simulacién. Trabajos
Practicos con transistores bipolares.

Unidad N°5: Transistor efecto de campo de juntura: JFET en continua,
sefial y conmutacion.

Diferencias fundamentales entre el transistor de efecto de campo (FET)
y el transistor bipolar (BJT). Principios fisicos y caracteristicas del transistor de
efecto de campo de unidn (JFET). Caracteristicas de transferencia del JFET,
Hojas de especificaciones. Datos relevantes. Polarizacion del transistor de efecto
de campo (JFET). Analisis de distintos tipos de polarizacién. Operacion y
modelos a pequefa sefial. Amplificadores MOS de una etapa Resumen vy
comparativas. Simulacién.

Unidad N°6: Transistor y tecnologias MOS. Canal corto y largo. Scaling.

Principios fisicos y caracteristicas dei transistor de efecto de campo de
compuerta aislada (MOSFET). Caracteristicas de transferencia del MOSFET
decremental y MOSFET incremental. Hojas de especificaciones. Datos
relevantes. El MOSFET como amplificador y como interruptor. Operacién a gran
sefial. Polarizacidn del transistor de efecto de campo (MOSFET). Andlisis de
distintos tipos de polarizacion. Operacidon y modelos a pequefia sefial.
Amplificadores MOS de una etapa. Resumen y comparativas. Dispositivo

MOSFET de canal corto y canal largo. Scaling. Trabajos practicos con
transistores MOSFET.




TECNOLOGICA NACIONAL |

*U I Nism FRANCISCO Secretaria Académica
UNIVERSIDAD

Unidad N°7: Inversor CMOS y Memorias CMOS.

Curva de transferencia del inversor CMOS. Analisis en conmutacion.
Simetria complementaria. Margen de ruido. Caracteristicas de switching.
Energia de switching y disipacion de potencia. Trayectoria de los puntos de
tension en un evento de switching. Memorias CMOS. Estructura basica. Lectura,

programacion y borrado. Arquitectura NAND, NOR. Celdas de memorias
binarias. Simulaciones.

Unidad N°8: Dispositivos multijunturas

Configuracién fisica del tiristor (SCR). El tiristor como elemento del
circuito. Caracteristicas de disparo y blogueo. Limites de operacion. Aplicaciones
tipicas. Configuracién fisica del triac. El triac como elemento del circuito.
Caracter{sticas de disparo y bloqueo. Limites de operacion. Aplicaciones tipicas.
Configuracion fisica del diac. El diac como elemento del circuito. Curva
caracteristica. Aplicaciones tipicas. Configuracién fisica del transistor unijuntura
(UJT). EIl transistor unijuntura como elemento del circuito. Caracteristicas
generales. Hoja de especificaciones. Aplicaciones tipicas. El IGBT, construccién
basica, contro! del IGBT, ventajas del IGBT. Aplicaciones tipicas utilizando scr,
triac, diac y transistor unijuntura. Simulacién de circuitos con diferentes
dispositivos. Trabajos practicos con diferentes dispositivos como Scr, Triac y
Transistor unijuntura.

Unidad N°9: Foténica y optoelectrdnica.

La luz y el espectro electromagnético, interaccion entre la radiacion
electromagnética y los semiconductores, los semiconductores de banda directa
e indirecta, dispositivos receptores de radiacidn, los fotoconductores, la uniéon PN
iluminada, los fotodicdos, las células fotovoltaicas. Dispositivos emisores de
radiacion, fenomenos de luminiscencia, los diodos electroluminiscentes, los
diodos laser. Definicién de dispositivos épticos, diodos emisores de luz (LED),
tipos de LED segun su material de construccion, segun su modo de dispersion,
led de alta potencia, led RGB. Fotodiodos, respuesta espectral, simbologia vy
aplicaciones.  Fototransistores, simbologia y curva caracteristica.
Optoaisladores, fotodiodo, fototransistor Darlington, foto-Scr o Lascr, fototriac.
Diodo laser, fisica del proceso de emisién de luz laser, Ejemplo de dispositivo
semiconductor 1aser. Trabajos practicos con diferentes dispositivos.
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